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Определение отказоустойчивости искусственных нейронных сетей на основе 

мемристоров 

 

Современным перспективным направлением обработки сигналов в 

инфокоммуникационных системах является применение вычислительных средств, 

реализующих нейросетевые алгоритмы (искусственных нейронных сетей – ИНС), 

позволяющих достичь значительно более высоких результатов при решении многих 

практических задач [1]. 

В настоящее время все крупнейшие мировые производители вычислительной техники 

ведут интенсивные работы в области создания суперкомпьютеров экзафлопного уровня 

производительности, которые определяют тактико-технических характеристики 

инфокоммуникационных, радиотехнических, производственных систем различного назначения 

[2]. 

Актуальным направлением исследований в области аппаратной реализации ИНС является 

создание новых материалов и технологий производства наноразмерных электронных элементов 

с мемристивными свойствами [3-4], которые могут выполнять функции компонентов нейронов 

[5].  

Результаты анализа опубликованных научно-технических исследований показывают, что 

теория проектирования ИНС на базе мемристоров (ИНСМ) находится на активном этапе 

развития [5,6]. Важным разделом данной теории является обеспечение отказоустойчивости и 

надежности ИНСМ.  

 В докладе приводятся результаты исследования отказоустойчивости по методу авторов 

[7] нейросетевого устройства распознавания радиосигнала с модуляцией QAM256. Изучена 

зависимость результата определения уровня отказоустойчивости от выбранного показателя 

качества функционирования нейросетевого устройства. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №19-07-01215. 
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